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 シンチレータとは電離放射線のエネルギーを吸収し、低エネルギー光子に変換する機能を有す

る物質のことであり、医療やセキュリティなど、多岐に渡って利用されている。半導体物質であ

る Ga2O3は主にパワーデバイスとしての用途が考えられているが、光学応用にも期待されており、

シンチレーション特性 [1] や光学特性 [2] の報告がされている。しかし、シンチレータ関連の研

究は商業用である無添加 Ga2O3の半導体基板のみの報告 [1] に留まる。そこで、本研究では Ga2O3

に ns2イオンを添加した単結晶を制作し、各サンプルのシンチレーション特性および光学特性の評

価と比較を行った。Ga2O3に添加した ns2イオンは In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi であり、それぞれの仕込み

量を 1%とし、floating zone 法で結晶育成を行った。 

図 1 にシンチレーション蛍光寿命プロファイルを示す。シンチレーション減衰曲線は ns2イオン

添加では 3 成分の、無添加では 2 成分の自然対数曲線に近似することが出来た。第 3 成分目は典

型的な ns2イオンの時定数である μsを示したことから、nsnp-ns2遷移による発光だと考えられる。

図 2 に 137Csからの線照射時の各サンプルの波高スペクトルを示す。ns2イオンを添加することに

より光量が増加することが確認され、一番多くの光量を示したのは Sn 添加のサンプルとなった。

ドーピングにより格子欠陥が生成され、発光量が増加したと考えられる。 

 

図 1．シンチレーション蛍光寿命プロファイル 

 

図 2．波高スペクトル 
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